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M E M O R I A  D E S C R I P T I V A

Correspondiente a la so lic itu d  de reg istro  de una Patente 

de Invención que, por veinte años se s o lic ita  para España, 

a favor de la  entidad SOCIETE GENERALE DE OONSTRUCTIONS 

ELECTRIQUES ET MECANIQUES (ALSTHOM), de nacionalidad ju r í­

dica francesa, domiciliada en París (Francia), Avenue Klé-

ber número 38,'-; - - -------------- -  -  -  —  - - - - - - - -

p o r

" PERFECCIONAMIENTO EN LOS DISPOSITIVOS DE MEMORIA PERI#-

NENTE "

Los d ispositivos de memoria permanente , son d isp os itia  

vos que guardan en memoria e l  estado e lé c tr ico  de un elemen­

to log ico  y confieren a este elemento, cuando reaparece su 

alimentación por corriente e lé c tr ica , e le  stado que poseía
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antes de la desaparición de la alimentación.

Se han propuesto dispositivos de éste genero que asegu­

ran un funcionamiento correcto en una zona relativamente am­

p lia  de tensiones de alimentación déL sistema, y una insensi­

bilidad a notables variaciones de temperatura, a los choques 

y vibraciones mecánicas, y a los impulsos parásitos e lectro ­

magnéticos propios del funcionamiento del conjunto del cual 

forma parte e l d isp ositivo , o de l&s inducidos por otras ins­

talaciones e lé ctr ica s .

Pero los dispositivos de nemoría permanente actualmen­

te conocidos son sensibles a la desaparición lenta y r e g r e ­

siva de la tensión de alimentación, asi como a una reapari­

ción rápida de la  misma.

El presente invento, sistema JOSEPH PRETNAT se r e fie ­

re a los perfeccionamientos que permiten hacer insensibles 

los  dispositivos de memoria permanente, a la lenta desapa­

ric ión  y a la brusca reaparición de la tensión de áL imeora­

ción. ^stos perfeccionamientos están esencialmente caracte­

rizados en que los dispositivos de memoria, en lugar de estar 

directamente unidos a la fuente de alimentación, están conec­

tados a los bornes de un circu ito  con resistencia  y capaci­

dad en paralelo conectado a su vez en serie  con una res is ­

tencia, a los  bornes de la fuente de alimentación.

La resistencia en paralelo , de valor relativamente débil}' 

permite una rápida descarga en e l momento del corte de la ali? 

mentación, y la constante del tiempo del c ir cu ito , resisten ­

cia en serie-condensador, asegura, cuando se restablece la
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corrien te, una elevación lenta del potencial en los  bornes 

del d ispositivo  de memoria.

Con referencia a las figuras esquemáticas adjuntas se 

va a describ ir  un ejemplo, dado a t itu lo  no lim ita tiv o , de 

realización  del invento.

La F ig. 1 representa e l  esquema de un d isp ositivo  de me­

moria permanente, constituido por dos transistores montados 

en báscula, unidos a un toro electro-m agnético.

Los dos transistores 1 y 2, montados en báscula, contie­

nen en sus c ircu itos  colectores resistencias de carga 3 y 

4 . El acoplamiento de la  base del transistor 1 a l co lector 

del transistor 2 está asegurado por un conjunto: Diodo 5 -  

resistencia  6, de valores tales que en ausencia del toro 7 

(emisores de los transistores 1 y 2 unidos directamente a la  

masa), e l transistor 1 resulta conductor en e l momento de la  

puesta en tensión del d isp ositivo .'

El acoplamiento entre la  base del transistor 2 y e l co­

le cto r  del transistor 1 se efectúa mediante la  resisten cia  8 * 

Las bases de los transistores 1 y 2 están polarizadas por unai 

fuente de corriente continua a través de las resistencias

ÍO y 11.

La corriente es suministrada por una fuente de corrien­

te continua 12, de acuerdo con e l  invento, a través de un 

d isp ositivo  retardador 13 compuesto de las resistencias 14 

y 15, y del condensador 16.

Los impulsos de mando son dados sobre las bases de 1 

y 2, a través de las respectivas resistencias 17 y 18. El
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toro 7, que es de material magnético con c ic lo  de h istere - 

sis rectangular, lleva dos enrollamientos: 19 y 20. El nú­

mero de espiras del enrollamiento 19 es mas grande que e l dá. 

enrollamiento 20. La salida del d ispositivo esta localizada 

en 21.

La F ig. 2 representa e l  c ic lo  de h isteresis d e l toro 

7 y permite seguir e l funcionamiento del d isp ositivo .

S i antes del corte de la alimentación del d isp ositivo , 

el transistor 1 era conductor, su punto de funcionamiento 

era e l  (a ) correspondiente a la saturación dai núcleo, gra­

cias a l campo creado por e l  enrollamiento 19, y la induc­

ción magnética tehía e l valor B^.

Cuando se corta la alimentación, desaparece la  corrien 

te l i  en el enrollamiento 19 y , con e lla , e l campo la  

inducción pasa asi de á y a l punto de funcionamiento 

viene a ser (b ) .

Cuando la tensión vuelve, por ser e l transist&r 1 , por 

la  concepción de la bascula, prioritariamente conductor, se 

vuelve a l punto de funcionamiento (a ) .  En e fecto , la  varia­

ción muy déb il de la  inducción en e l momento del paso de

(b ) a (a) no podrá inducir fuerzas electro-m otrices impor­

tantes en e l enrollamiento 20 (que posee pocas esp iras), 

que ocasionarían la  excitación  del transistor 2 .

Si^ por una razón cualquiera (por ejemplo a causa de 

un parásito), e l transistor 2 tendería a hacerse conductor, 

y por consiguiente a hacer pasar la inducción de (b ) hacia

( c )  , esta tendencia provocaría una ligera corriente ig en
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e l enrollamiento 20, la  variación de la  inducción originaria  

una fuerza electro-m otriz en e l enrollamiento 19 que pondría 

en estado conductor a l transistor 1 en razón de la relación  

. de los números de espiras de los enroMíamientos 19 y 20 de

una parte, y de la relación  -A-8-  de valor elevado de otra .
A ^2

S i, ahora, se supone que antes del corte de la  alimen­

tación , e l  transistor 2 era conductor, el punto de funciona­

miento seria  el punto (c )  correspondiente a la saturación 

d e l núcleo, gracias a l campo E2 creado por e l  enrollamiento 

20, y la  inducción magnética tiene e l valor B^.

En e l momento del corte de alimentación, e l campo Hg 

se anula; la  inducción pasa de a B^, y se ilegp. a l punto 

de funcionamiento (d ) .

Cuando la  tensión vuelve, e l transistor 1 , p r ior ita r io  

por la  concepción de la  bascula, tenderá a hacerse conductor 

la  corriente i^ comenzará a crecer, tendiendo a desplazar e l 

punto de funcionamiento de (d ) hacia ( a ) .  Sin embargo, para 

un valor Relativamente déb il de la corriente Í2 , que inqpli- 

que un c ierta  A H2 , resultará una va? iación  de la  inducción 

A B notable, lo  que originará fuerzas electrom otrices en 

los  bornes de 19 y 20 que favorecerán la excitación  del trani 

s is tor  2 y obstaculizarán la  del transistor 1.

El d isp os itiv o , ta l como acaba de ser d escr ito , sin  re­

feren el a a l  órgano 13, constituye una memoria electro-magná-. 

t ic a , pero hay casos en los que su funcionamiento podría ser' 

defectuoso. En e fe c to , s i la  desaparición de la  tensión de 

alimentación progresa lentamente, se puede obtener, en e l
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momento de reaparición de la  corriente, una prioridad s is ­

temática para que e l transistor 1 sea conductor. Por otra 

parte, una reaparición rápida de la  corriente aseguraría 

una prioridad sistemática para que áL trasistor 2 sea con­

ductor, estos dos fenómenos se desprenden del principio 

de funcionamiento enunciado precedentemente.

' Para evitar este inconveniente, e l  invento prevee un 

circu ito  adicional en la alimentación, compuesto de un con 

densador 16 y de las resistencias 14 y 15.

Asi, en el momento de corte de la  fuente de alimenta­

ción, los impulsos de mando se descargan en la resistencia 

14 de valor relativamente d éb il, asegurando asi una desapa­

r ic ión  bastante rápida de la tensión de alimentación. Por 

el contrario, la constante de tiempo de circu ito resisten­

cia 15 -capacidad 16, asegura, en e l momento de restablecí. L- 

miento de la corríante, una elevación suficientemente len­

ta del potencial de alimentación en los  bornes de la  báscu­

la .

Se ha podido asegurar, con e l dispositivo descrito , 

un funcionamiento irreprochable, en un canpo de temperaturas i 

escalonadas entre -ÍO^C y 60^0 bajo* un régimen severo de 

cortes y restablecimientos de corriente, acompañados de nu­

merosos parásitos, especialmente aquellos provocados por el

arco de corte.

El procedimiento descrito puede recib ir  algunas varian­

tes , dentrp de la  técnica de esta clase de trabajos, sin sa­

l i r  del empleo de los elementos fundamentales que se especi­

fican .
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EN RESUMEN: La presante Patente de Invención que, por 

veinte años se s o lic ita  para España deberá recaer sobre las 

siguientes reivindicaciones:

1&.-Perfeccionamiento en los  dispotivos de memoria per­

manente, especialmente caracterizado porque e l d ispositivo  

de memoria permanente u tilizado se conecta a los  bornes de 

un circu ito  con resistencia  y capacidad en paralelo y este 

c ircu ito  en serie con una resistencia  se conecta a los bor­

nes de la  fuente de energía e lé c tr ica .

2^.-Perfeccionamiento en los  d ispositivos de memoria 

permanente, de acuerdo con la  reivindicación  anterior, ca­

racterizado porque e l  d ispositivo  de memoria permanente 

u tilizado se compone de dos transistores montados en báscula 

y asociados á un toro electromagnético.

3^.-Por último se reivindica  como objeto sobre e l  que 

ha de recaer la  presente Patente de Invención que, por vein­

te años se s o lic ita  para España, p or .----------- -  ------- ------ ---

" PERFECCIONAMIENTO EN LOS DISPOSITIVOS DE.MEMORIA PERMANEN

TE "

Todo e llo  conforme queda expresado en la  presente memo­

ria  descriptiva que consta de siete hojas escritas a maquina 

por una sola de sus caras y planos que se acompañan.

Madrid, 2 3  FE8 1963
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